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MEHORIA DESCRIPTIVA
4 . para. eolicitar | . co
I’ATD’\TTE "DE INVENCION
en
EsSPAafia
pdr VTJII\TTE aflos
a nombre de NeVe PHI.EIPS GLOEILMWPABRIEKEN entidad -
holandess, esta’blecide. en iemmasingel 29, Eindhoven, Ho-- »

‘ ".lande;, por: - o
' ;I'{ETODO PARA LA PROVISIOI‘T DB CONTACTOS DE AI:EACION SOBRE
' _CUERPOS SEMICONDUCTORES™

Im invencidn se refiere a un nétodo para la provi-

-~ gibn de contactos de sleacién sobre cuerpos semiconducto

res, método en que bolitas del material de aleacidn son

diépuestas de modo de vincularse con un cuerpo semicoh--

_Guctor por medio de una plantilla con aberturas'; en cada

una de las cuales és colocads. una bolite, degpuds de lo

cual las bolitas son aleade.s al ouerpo.

g r: expresion "bolltas en la forma usada en lg pre-,,_

. sente, no estd 1:Imitada. a cuerpos de forma. esférica sino

que incluye “I:amblen otrag formasg apropiadas, por el emplo




10

15

20

25

30

2?@37'5 K

cuerpos dlscoidales,' o f:[lamen'f:arios. Bl metodo conocido

precedentemente mencionado es usado, por ejemplo, pa.ra -

' fabricar conjun‘bos electrodicos semiconductores tales co -

p 'mo tra.nsistores y d:l.odos.

ms conocido dis;poner las boli‘bas en une ple.n’cilla

._ de modo de vincularse con el cuerpo y - Iuego calentar el

conjlmto hasta le. temperatura de sleacidn. Tambien es co

nocido disponer la.a bol:.'f:as en una plan‘billa de modo de :
_ ‘vincularse con el cuerpo, ﬁzsionarlas al cuerpo 8 una —_—
. temperatur& ba;;a., después de lo cue.l, la plantilla es re |
“tirada y el proceso de alee.cion actual, es realizado con '

Vo sin el uso de une plantilla.

Se ha encon‘crado que la; presenci& de 1s nla.ntilla

- en 1os procesos de fugién yy como puede ser el caso, de

V e.leacion, puede dar lugar a la introduccién de impurez&s.‘ _'

Se ha encontrado tembién, que el material de aleacién —

. fundido tiende & adherirse a ls planfkilla, Consecuente— -
. mente, 1= erleczcién del material de las plentilles ogtd -
' limi*te.da & materiales que no son humedecidos fhollmente

¥ libera.n pocas impurezeg, tales como grafito y acero —

inoxidable. ‘
Un objeto de la invencidn es obvier estaes desventa

jas. De acuerdo con la invencién las bolites mientras es

-A ”cé.n dispuestas en la plentilla, son pegadag al-cuerpo se -

-~ miconductor por medio.-de un ligente, después de 1o cual

ls plantille es re-&irade;.‘ v las bolitas son a;ieadaa ol —
cuerpos. No es necesax_vio' eplicer calor durante el uso de
1a plentillea.

Profercntemente se usa un ligahte que cons:u.s‘f:e de

‘un material que es volatilizado dursnte el procedimiento
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“ de fusidn, por ejemplo un aceite produoido como un desti

| ulado. El ligante, preferentemente, contiene tambien wm -

fundente para asegurar'un humedecimiento sawisfactorio -

- de ls superficie del.ouerpo por el material de aleacion |

f_,durante la etapa de aieacion. Bate fundante puede ser el

1ivante. .

El meﬁodo de acusrdo con 1a invenoion es particu—-{;

”,larmente adecuado para provesr contactos de aleacion que'
’ﬁoontlenen galio, sobre cuerpos semiconduotores. EI galio .
',y las aleaciones de galio cuando son fundidas tienen la
“, prop1edad de ddherirse a substanciahnente, cualquier‘ma- l‘:fw¢

°‘teria1 8é1ido- con el que ae pongs en contacto.

A fln de que la invencion pueda ger facilmente lle

.vada a la praotica, ge - dascrlbira e, continuacion una rea -
.‘lizacion de 1a.misma, nés detalladamente, & titulo de -.'3
: ejemplo, con referencie al dibujo esquamético aoompanado,

' ouyaa‘figuras gon vistaa en corto vertical de variae etal"’

: pas del tratamiento para hE:) provision de'oontaotos de--'
‘;aleaoion sobre un - cuerpo semiconductor. En las fiwuras‘~
M;las componentea gimilares estan designadas por los mia~~"

© mos numeros ds referencia.

En la figura 1, un cuerpo semiconductor 1, que pue"<

de consistir de silicio o germanio tiene su superficie -

~ superior oubierta con una cape 2 de un 1igante. Esta ca~

pe. puede ser provigta cubriendo la suporficie con una so

1uclon de vno y medio por ciento de aceite de pete de va
ce. (oleum pedum teuri) en aoetoha, golvente qae ge evape
ra répldamente después de la distribucidn. -

 E1 cuerpo es ubicado ‘en un soporte 3 (figura 3)0

fUna plantilla en forma de placa 4, que puede congistir - -
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de cobre y tiene aberturas 5, es dispuesta sobre este 80

Bh‘las*aberfuras 5, son dispuestas bolitag 6 del =

material de aleacidn, que puede ser indio-galio o plomo

" -galio, de modo de adherirse al éﬁérpo semiconductor 1 —
. por medio del 1igante de la cepa 2 (figura 3). Entre la

=p1antilla 4y el cuerpo 1, es penmlsible une, ligera sepa

racion 7, sin embargo, esta separacion debe ser més pe~-;ﬁ

) quefia que el diametro de 1aS“bolitas 6 de modo que las -

Ultimas no puedan escurrirse en el interstioio entre la

- fplantilla v el cuerpo. Mediante esta separacion se evita, '

'*”;que la plantilla 4 se adniera el cuerpo 1.

Ta plantilla en fonma de placa 4 es ahora separada |

,‘fdel soporte 3. El cuerpo 1 puede ser sacado del soporte‘ 

‘i 3, las bolitas 6 permanecen en posicion (figura 4).-

‘E1 cuerpo . semiconductor 1 es calentado ehora, por

"ejemplo en un horno convencional, 4 una temperatura sufi
'“ciente para fusionar lag bolitas 6 al cuerpo 1 (figura 5).

}iDurante este tratamlento térmico, desapareoe el ligante,

. La. plantilla unioa descripta precedentemente, obvia_

rvmente, puede ser recmplazada por plantillas multiples pa

' ra proveer bolitas sobre varios ouerpos semlconductores.

Como alternativa, puaden usarae verias plantillas en for

ma de placa con un goporte que contiene uno o varios ——

cuerpos semiconductores.

Ta presente solicitud que corresponde g la- presen~‘__

‘ *tada en Holanda, el 13 de Septiembre de 1960, vajo el nﬁ

mero 255.865, se acoge & los beneficios del articulo 51

‘del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.
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Los puntos de invenoién propia ¥y nueva que g8 pre-l

sentan para que gsean objeto de esta golicitud de Patente

de Inveneion en Espafia por VEINTE afios, son los siguien- |

tes:

1.~ Método pars le provisidn de contactos de alea~

.cién sobre cuerpos semiconductores en que bolitaS“de;ma~

'tgrial de aleacién son dispuestaé‘de.modo de ponerse en

contacto con el cuerpo con le ayude de una plantillae, —

que osta dispuéété de modo de vinoularse al cuerbo-y‘ﬁie

ne aberturaa en cade wune de las cuales es dispuesta tal

”fbolita, después de lo cual lag bolitaa gon fueionadas al
j.cuerpo, caracterizado por el hecho que las bolitae mien-‘
' tras eltan on la plantilla aon pagadas al . cuerpo median-

te un ligante, deﬂpues de lo cual la plantilla;es retira _.\

day las bolitas: son ‘fusionadas al cuerpo.

24~ Método de acuerdo con la reivindicacidn 1, ca~

racterizado por el hedho que se usa un 11gante que con-
'wsiste de un, material que es volatilizado en el tratamieni

" to de fu51on de lag bolitaS'al cuerpo.

3e= Método de acuerdo oon la reivindicacién 16 2,”

 ;caracter1zado poxr el hacho que se uss un adhesivo que
‘Contlene un fundente para asevurar un humedecimiento sa-,'

litisfaotorio de la superficie del cuerpo por el naterial

de aleaeién fUndido en ol proceso de fusién.

= Metodo de ‘geuerdo con cualquiera de 1as reivin"

"dicaciones precedentes, caracterizado por. el hedho que ~Q'f’

el material de- aleacion oontiene galio..

5em Metodo para 1a provision de contactos de alea—.
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~ cidn sobre cuerpos semiconductores.

Tel y como se ha descrito en la Memoria'que antece

- de, r_epresentado: en sl dibtijo gue se aéompaﬁa' y pars los

fines que se han especificado,’
Esta Memoria consta de gseis hojas escritas a _méqu}_ ‘
na por una sola cara. S

. Madrid,
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